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(57)  약

본  사  측 에  것 ,  량(dose) 측  가능  직 측 (direct measurement)과

사  상에  주지 않는 간  측 (indirect measurement)   여 본 에  시 는

 직  량측 (modified direct dosimetry)  는  사 량계(fiber-optic dosimeter)에 

(뒷 에 계 )
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 것 다. 

욱 상 게는 진단 사 (diagnostic radiology) 역에  사 는 X-  빔 사야(beam field size) 

심(center)에  사 량(entrance surface dose, ESD)  사  상  진단검사에  주지 않고

그 값  득   사야  가 리(edge)에  측 는 량(absorbed dose)  에 비 여 생

는 실시간  신 (scintillating light signal)  ESD 값  변 시킬  는 사 량계  

는  직  량측 에  것 다.

본  체   사  에   사(Fresnel’s reflection)에   실   

여 도포 는   (indexmatching oil) 또는  에폭시; 체  에 도포 여 체 내

에  X- 과  상 에  생  빛   실 없   계측 비  도  는 iO2 

사체(reflector) 또는 (Teflon) 재질  사 ;  가시  간  시키   감지

브   감싸는  차폐 (black shielding tape);  포 여 다.
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특허청  

청  1 

체   사  에   사(Fresnel’s reflection)에   실   여 도포

는   (indexmatching oil) 또는  에폭시;

체  에 도포 어, 체 내 에  X- 과  상 에  생  빛   실 없  

계측 비  도  는 TiO2  사체(reflector) 또는 (Teflon) 재질  사 ;

체  에 도포 어, 체 내 에  X- 과  상 에  생  빛   실 없  

계측 비  도  는  ; 

상  TiO2  사체(reflector) 또는 (Teflon) 재질  사    상    

감싸  가시  간  는  차폐 (black shielding tape);

 포 여 는 감지 브  비 여,

상  감지 브  체    심과 가  리 2 에 치시 , 심에 치 는 감지 브(CH

1)  통  ESD 값에 당 는  신  가  리에 치 는 감지 브(CH2)  통  가 리에  

량값에 당 는  신  동시에 측  다 ,  직  량측   ESD 변  그램  통

 가 리에 치 는 감지 브(CH2)    신  심에  ESD 값  변 는 진단 사

 역에  실시간 사 량  측    사 량계 .

청  2 

1 에 어 ,

사  침   는 체(scintillator); 

상    감싸는 검 색 재킷(black jacket);

  포 여 는 것  특징  는 진단 사  역에  실시간 사 량  측   

사 량계 .

청  3 

1 에 어 ,

다 개  상  감지 브  사 여 다채  측  가능   계측 비  통  변  신  폭시키고

그 신  집   신 처리 치, 폭시 (amplifier system), ,     컴퓨

 치   포 여 는 것  특징  는 진단 사  역에  실시간 사 량  측  

 사 량계 .

청  4 

3 에 어 ,

X-  빔  사 시 상  감지 브에  생   신 는  통   계측 비  고,  신

 변   폭 는 것  특징  는 진단 사  역에  실시간 사 량  측    사

량계 .

청  5 

4 에 어 ,

상   폭  신 는 신 집 치(data acquisition board)   후, 상  컴퓨  치  통  

  는 것  특징  는 진단 사  역에  실시간 사 량  측    

사 량계 .
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청  6 

삭

청  7 

4 에 어 ,

2 에  동시에 여러  측  상   신    량계(reference dosimeter)  측  량값에 

 보  득 는 것  특징  는 진단 사  역에  실시간 사 량  측    사

량계 .

청  8 

삭

청  9 

1 에 어 ,

진단실 내  사  진단 에 치    가 리에 상  감지 브  착 고, X-  빔  

사 시 상  감지 브에  생  가 리에  량에 당 는  신 는  통   계측 시

  상   신 는 ESD 값   변 어   는 것  특징  는 진

단 사  역에  실시간 사 량  측    사 량계 .

청  10 

1 에 어 ,

 신   상  는 체에  는 가시  역  빛  시킬  는 라 틱  

리  사 는 것  특징  는 진단 사  역에  실시간 사 량  측    

사 량계 .

청  11 

1 에 어 ,

상   계측 비는 다채  동시측  가능  (photomultiplier tube, PMT)  다  애 드 

(multi-anode  PMT,  MA-PMT),  치  민감  (position-sensitive  PMT,  PS-PMT)  포 다 드  어

(photodiode  array),  아 란치  포 다 드(Avalanche  photodiode),  실리  (silicon

photomultiplier, SiPM), 또는 결 (charge coupled device, CCD)  루어진 것  특징  는 진

단 사  역에  실시간 사 량  측    사 량계.

청  12 

체   사  에   사(Fresnel’s reflection)에   실   여 

  (indexmatching oil) 또는  에폭시  도포 는 단계;

체  에 TiO2  사체(reflector) 또는 (Teflon) 재질  사  도포 여 체 내

에  X- 과  상 에  생  빛   실 없   계측 비  도  는 단계;

  체  에 도포 여 체 내 에  X- 과  상 에  생  빛  

실 없   계측 비  도  는 단계; 

상  TiO2  사체(reflector) 또는 (Teflon) 재질  사   상    에 

차폐 (black shielding tape)  감싸  가시  간  는 단계;  통  는 감지

브  비 여,

상  감지 브  체    심과 가  리 2 에 치시키는 단계; 

심에 치 는 감지 브(CH1)  통  ESD  값에 당 는  신  가  리에 치 는 감지 브
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(CH2)  통  가 리에  량값에 당 는  신  동시에 측 는 단계;  

 직  량측   ESD 변  그램  통  가 리에 치 는 상  감지 브(CH1)

  신  심에  ESD 값  변 시키는 단계;

 포 는 것  특징  는 진단 사  역에  실시간 사 량  측    사 량계

  직  량측 .

청  13 

12 에 어 ,

체  통  사  침   는 단계;

  포 여 는 것  특징  는 진단 사  역에  실시간 사 량  측   

사 량계    직  량측 .

청  14 

12 에 어 ,

다 개  상  감지 브  사 여 다채  측  가능   계측 비  통  변  신  폭시키고

그 신  집   신 처리 치, 폭시 (amplifier system),   는 단계   포

여 는 것  특징  는 진단 사  역에  실시간 사 량  측    사 량

계    직  량측 .

청  15 

14 에 어 ,

X-  빔  사 시 상  감지 브에  생   신 는  통   계측 비  는 단계; 

상   신 는  신  변   폭 는 단계;

  포 여 는 것  특징  는 진단 사  역에  실시간 사 량  측   

사 량계    직  량측 .

청  16 

15 에 어 ,

상   폭  신 는 신 집 치(data acquisition board)  는 단계;

컴퓨  치  통    는 단계;

  포 여 는 것  특징  는 진단 사  역에  실시간 사 량  측   

사 량계    직  량측 .

청  17 

삭

청  18 

15 에 어 ,

2 에  동시에 여러  측  상   신    량계(reference dosimeter)  측  량값에 

 보  득 는 단계;

  포 여 는 것  특징  는 진단 사  역에  실시간 사 량  측   

사 량계    직  량측 .

청  19 
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삭

청  20 

12 에 어 ,

진단실 내  사  진단 에 치    가  리에 상  감지 브  착 는 단계;

X-  빔  사 시 상  감지 브에  생  가 리에  량에 당 는  신 는  통

  계측 시  는 단계;

상   신 는 ESD 값   변 어   는 단계;

  포 여 는 것  특징  는 진단 사  역에  실시간 사 량  측   

사 량계    직  량측 .  .

  

   야

본  사  측 에  것 ,  량(dose) 측  가능  직 측 (direct measurement)과[0001]

사  상에  주지 않는 간  측 (indirect measurement)   여 본 에  시 는

 직  량측 (modified direct dosimetry)  는  사 량계(fiber-optic dosimeter)에

 것 다. 

욱 상 게는 진단 사 (diagnostic radiology) 역에  사 는 X-  빔 사야(beam field size) [0002]

심(center)에  사 량(entrance surface dose, ESD)  사  상  진단검사에  주지 않고

그 값  득   사야  가 리(edge)에  측 는 량(absorbed dose)  에 비 여 

생 는 실시간  신 (scintillating light signal)  ESD 값  변 시킬  는 사 량계  

 는  직  량측 에  것 다.

 경  

사 어 원 (international  commission  on  radiological  protection,  ICRP)  원[0003]

(international atomic energy agency, IAEA) 등에 는 진단 사  검사 시 료 폭  감 시키   검사

 에  라  가  는  량  지침 (guidance  level)  마 고,  진단참고 (diagnostic

reference level, DRL)  립   각 에 고 고 다. 에 라 우리나라에 도 내  실 에 맞게

진단 사  야에  DRL   여 량 평가  연  고 다[1-3]. 재  X-

 비   진단 사  야에   량  결    는 ESD  가 

었거나,    연 가 진  지만, 사  상 시  보 료   실시간

량 보  게 측   는 사 량계(dosimeter)  개 에  연 는 미미  상태 다. 또  식약

청에  

사 량 감   가 드라  내 고량  ICRP에  고 는 DRL에 비 여 비슷 거나 낮  [0004]

 결 에도 고,  체 나 상태, 에 라  사 량   보다는 

사  상  도  업무  편 에 라 사 건  고 는 상 다. 에 라 립  DRL  

고,   폭   여 다양  사  진단  압(tube voltage, [kVp]), 

-시간곱(current-time  product,  [mAs]),  원 간거리(source-surface  distance,  SSD,  [cm]),  사야

(field size, [cm
2
]) 등과 같  사 건(exposure parameter)에  량  변  량 포  실시간 측

 가능   사 량계  개   실 다.

진단 사  역에  X-  사에 라 가 는 ESD  측   는 계산 (calculation[0005]

method), 간  측 (indirect measurement), 직  측 (direct measurement)  다. 

 계산 에 는 NDD-M(non dosimeter dosimetrymodify)   시도  ESD 계산  X-   시[0006]
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 드웨어  여 간단 게 ESD  득   다는  가지지만,  ESD 측  

는 X- (X-ray tube)과 (generator)  비  X-  생 치  엄격  드웨어 리가 다.

에 라 내  연 에   ESD값    는 새 운 계산식에  연 가 계  진 고 는

상 다.  

 째  간  측 에 는 량 곱(dose area product, DAP)  측 는 DAP 미 가  사 는[0007]

량계  상에  남 지 않고, X-  과  지 않  량  측   는 과

비 다. 

지만 DAP 미   간 측 에는 식  통  DAP값(mGy·cm
2
)  ESD값(mGy)  변경    [0008]

사야  크  후 산란계 (backscatter factor, BSF)가 다는 단  가진다. 또  원과  거

리가 뀜에 라 변  ESD 값  계측  가능 다. 

마지막  직  측  경우,  가   사 는  ESD  측  열 량계(thermoluminescence[0009]

dosimeter,  TLD),  리 량계(glass  dosimeter),  리 (ionization  chamber)   도체 량계

(semiconductor detector) 등  다. 

지만 TLD나 리 량계  경우, 측  후  비   독과   므  량  실시간  측[0010]

  없고 독시간  래 걸리는 단  , 리  감지  가 크고, 주변 도  습도 

압 에 민감 여 보 과  드시 다. 도체 량계  경우에는 원 가  물질   문

에 진단 역에  사 는 에 지 X-  빔  사 시 과(photoelectric effect)에  과다 답(over-

response)  보 고, 누 가 커   크다는 단  다.

앞   량계  측  단  보  는   폭  지 고, 사  사[0011]

 안  여 에게 달  량  진단실(examination room)  아닌 원거리에 치  어실(control

room)에  실시간  신 , 게 측   어야 다. 라  비  고 측 결과가 주변 

경  도, 습도, 압    등에 게  지 않 , 직  측 과 간  측   

 새 운 식   직  량측   치 (patch type)  사 량계  다. 본

 통  개   사 량계   직  량측  , 진단 상에  미치지 않는

검사  가 리에 치  착시킨  사 량계  측  량  실측값  통  심

ESD 값  득   다.
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 내

결 는 과

사  상  독에  주지 않고, 진단 사 에   량  결 는  는 사야 심[0013]

에  ESD값  실시간  측  여 2개  동  감지 브  가지는  사 량계 여 X-

 빔  사야 심  가 리에  X- 과  상 에 라 생 는 각각  신  동시에 계측 고

계식  득  다 ,   직  량측  여 가 리에  측  량값  심 에

ESD값  변 는  다. 

 계산 과 간  측 에 비 여 직  측  측  ESD 값   다. 지만  직[0014]

측   량계  여 ESD  직  측  경우, TLD나 리 량계는 측  후  비  

 독과   고, 리 나 도체 량계는 감지  크 가 크고, 복  보 과  

 또  재질  원 (atomic number, Z)가 에 라 사 상에 또 게 나타나므  상 독에

큰   끼친다.  본  에  안 는   사 량계  경우,  감지 브(sensing  probe)가  체

(scintillator)  (optical fiber)  므  크 가 아  고 능 측  가능 다.

또  체  체(organic scintillator)  사  경우, 감지 브  재질  원 가 낮  물질[0015]

 므 , 사야  심에 치 라도 사  상에 큰  끼치지는 않는다. 지만 사  상

  독  는 검사  심에 사 량계가 치 지 않는 것  리 다.

라  본 에 는  사 량계     직  량측  고안 다.[0016]

과  결 단

본  감지 브  는 체   사  에   사(Fresnel뭩 reflection)에 [0017]

  실   여 도포 는   (index-matching oil) 또는  에폭시; 체  

에 도포 여 체 내 에  X- 과  상 에  생  빛(scintillating light)   실

등록특허 10-1444218

- 8 -



없   계측 비  도  는 TiO2  사체(reflector) 또는 (Teflon) 재질  사 ;

 가시  간  시키   감지 브   감싸는  차폐 (black shielding tape);

 포 여 다.

 실시 에 어 , 사 과  상  통  빛  는 체(sintillator);  상  사체  [0018]

   감싸는 검 색 재킷(black jacket);   포 여 다.

 실시 에 어 , 다 개  감지 브  사 여 다채  측  가능   계측 비  통  변  신[0019]

 폭시키고 그 신  집   신 처리 치, 폭시 (amplifier system), ,  

   컴퓨  치   포 여 다.

 실시 에 어 , X-  빔  사 시 상  감지 브에  생   신 는  통   계측 비[0020]

고,  신  변   폭 다.

 실시 에 어 , 상   폭  신 는 신 집 치(data acquisition board)   후, 상[0021]

컴퓨  치  통    다.

 실시 에 어 , 사   , 2개  상  감지 브    심과 가 리에 치시키고, CH-1[0022]

 감지 브  통  ESD 값에 당 는  신 , CH-2  통  가 리에  량값에 당 는 

신  동시에 측 다.

 실시 에 어 , 2 에  동시에 여러  측  상   신    량계(reference dosimeter)[0023]

측  량값에  보  득 다.

 실시 에 어 ,  직  량측   ESD 변  그램  통  가 리에 치시킨 상  감[0024]

지 브   상   신  심에  ESD 값  변 시킨다.

 실시 에 어 , 진단실 내  사  진단 에 치    가 리에 상  감지 브  [0025]

착 고, X-  빔  사 시 상  감지 브에  생  가 리에  량에 당 는  신 는 

 통   계측 시   상   신 는 ESD 값   변 어   다.

 실시 에 어 ,  신   상  는 체에  는 가시  역  빛  시킬 [0026]

는 라 틱  리  사 다.

 실시 에 어 , 상   계측 비는 다채  동시측  가능  (photomultiplier tube, PMT)  다[0027]

 애 드 (multi-anode PMT, MA-PMT)과 치 민감  (position-sensitive PMT, PS-PMT) 또는

포 다 드 어 (photodiode array), 아 란치 포 다 드(Avalanche photodiode), 실리  

(silicon photomultiplier, SiPM), 결 (charge coupled device, CCD) 등  루어진다.

본  체   사  에   사(Fresnel뭩 reflection)에   실   [0028]

여   (index-matching oil) 또는  에폭시  도포 는 단계; 체  에 TiO2 

사체(reflector)  또는 (Teflon)  재질  사  도포 여 체 내 에  X- 과  상 에

 생  빛   실 없   계측 비  도  는 단계; 감지 브   감싸는

 차폐  통   가시  간  시키는 단계;  포 여 다.

 실시 에 어 , 체  사  상  통   는 단계;   포 여 다.[0029]

 실시 에 어 , 다 개  감지 브  사 여 다채  측  가능   계측 비  통  변  신[0030]

 폭시키고 그 신  집   신 처리 치, 폭시 (amplifier system),   

는 단계   포 여 다.

 실시 에 어 , X-  빔  사 시 상  감지 브에  생   신 는  통   계측 비[0031]

는 단계; 상   신 는  신  변   폭 는 단계;   포 여 다.

 실시 에 어 , 상   폭  신 는 신 집 치(data acquisition board)  는 단계; 상[0032]

 컴퓨  치  통    는 단계;   포 여 다.

 실시 에 어 , 사   , 2개  상  감지 브    심과 가 리에 치시키는 단계;[0033]

CH-1  감지 브  통  ESD 값에 당 는  신 , CH-2  통  상  가 리에  량값에 당
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는  신  동시에 측 는 단계;   포 여 다.

 실시 에 어 , 2 에  동시에 여러  측  상   신    량계(reference dosimeter)[0034]

측  량값에  보  득 는 단계;   포 여 다.

 실시 에 어 ,  직  량측   ESD 변  그램  통  가 리에 치시킨 상  감[0035]

지 브   상   신  심에  ESD 값  변 시키는 단계;   포 여 다.

 실시 에 어 , 진단실 내  사  진단 에 치    가 리에 상  감지 브  [0036]

착 는 단계; X-  빔  사 시 상  감지 브에  생  가 리에  량에 당 는  신 는

 통   계측 시  는 단계; 상   신 는 ESD 값   변 어  

는 단계;   포 여 다.

 과

본 에   직  량측    사 량계  사  시 감지 브가 진단  가[0037]

리에 치  치 므  후 산란계   사 건( 압,  -시간곱, 사야, 원 간거리)

등에  지 않  직  본래 치에  실시간 량측  가능 다.

본 에  감지 브  내 에 치  X-  감지물질  체에  생 는  신  달  [0038]

여  사 므  가 가지는 다양    크 , 연 , 낮  원  가지는 물

질,  신  원거리 능 , 에  무간  등  특  그  가지고 다. 

본 에   사 량계  감지 브  검사  가 리에 치  치시킨 , 량[0039]

 측 여 변 시킨 ESD 값  여  폭 도  실시간 평가   고, 사  진단  다양

사 건  변   체  각 에  량변  원거리에  실시간 측   므  진단 사  역

에  사  경우, 립  진단참고  고   폭   시킬   것  

다.

본 에  사  상  독에  주지 않고, 진단 사 에   량  결 는 [0040]

는 사야 심에  ESD값  실시간  측  여 2개  동  감지 브  가지는  사

량계 여 X-  빔  사야 심  가 리에  X- 과  상 에 라 생 는 각각  신

동시에 계측 고 계식  득  다 ,  직  량측  여 가 리에  측  량값

심 에  ESD값  변   다.

본 에   직  량측    사 량계  사  시 감지 브가 진단  가[0041]

리에 치  치 므  후 산란계   사 건( 압,  -시간곱, 사야, 원 간거리)

등에  지 않  직  본래 치에  실시간 량측  가능 다. 

본  에   체  라 틱  (plastic  optical  fiber)  또는  리  (glass  optical[0042]

fiber)  감지 브는 크 가 고 낮  원  루어진 물질  므  고 능 측  가능

 사  상에 큰  끼치지 않는다.

본 에  감지 브 내  체에  생  신   여  사 므  원거리[0043]

신   가능 고, 가벼우  연 다는  가진다.

도  간단  

도 1  치   사 량계  감지 브  도[0044]

도 2는  직  량측     사 량계 시  체 도

도 3   X-      시  사 량계 시   사  

 실시   체  내

본 에  량  측 는 본 원리는 X-  빔  사  X-  량에 비 여  량계  감[0045]

지 브 내에 치 는 체에  생 는  신   통   검  시  신  변
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고,  다시 량값  변 는 것 다. 러  본 원리  여 사  상  독에  주

지 않고, 진단 사 에   량  결 는  는 사야 심에  ESD 값  득  

사야  가 리에   사 량계  여 측  량값  심 에  ESD 값   변

는 것 다.

본  첨  도  참 여 상   다 과 같다. 도 1  치   사 량계  감지[0046]

브   보여 다. 감지 브     실(connecting loss)   감쇄(attenuation)

 고    여 체   양 끝단  여러  연마지(polishing fil

m)  여 연마 다. 연마  체   연결 시, 체   사  에   사

(Fresnel’s reflection)에   실   여   (index-matching oil) 또는 

에폭시(optical epoxy; 13)  도포 다. 또  TiO2  사체(reflector) 또는 (Teflon) 재질  사

(12)  체  에 도포 여 체 내 에  X- 과  상 에  생  빛  

실 없   (optical fiber; 14)  통   계측 비  도  다. 마지막   가시  간

 시키    차폐 (black shielding tape; 15)  감지 브   감싸고, 집게(clip)나

크  (Velcro tape) 등  체에 착  가능 도  치  감지 브가 다.

 에도 사  침   는 체(scintillator; 11)  검 색 재킷(black jacket; 17)[0047]

등   포   다.

도 2는  직  량측     사 량계 시  체 도  보여 다.  [0048]

사 량계 시  2개 상  감지 브(10)  사 므  다채  측  가능   계측 비가 다. 또

 다채   계측 비  통  변  신  폭시키고  신  집   신 처리,  폭시

(amplifier system),      컴퓨  치가 다. X-  빔  사 시 감지 브

에  생   신 는 (1)  통   계측 비  고,  신  변   폭 다.  폭

 신 는 신 집 치(data acquisition board)   후, 컴퓨  치  통    

다. 도 2에 는 또   X-   체  (phantom)  여  직  량측  

시키고,    보여 다. 사   , 2개  감지 브    심과 가  리에 

치시키고, CH-1  감지 브  통  ESD 값에 당 는  신 , CH-2  통  가 리에  량값에

당 는  신  동시에 측 다. 2 에  동시에 여러  측   신    량계(reference

dosimeter)  측  량값에  신뢰  만  계식  득  다 ,  직  량측   ESD

변  그램  통  가 리에 치시킨 감지 브    신  심에  ESD 값  변

시킨다.

도 3   X-      시  사 량계 시   사   보여 다. 진[0049]

단실 내  사  진단 에 치    가 리에 감지 브  착 고, X-  빔  사 시

감지 브에  생  가 리에  량에 당 는  신 는  통  실(50)에 치

 계측 시    신 는 ESD 값   변 어   다.

실 시  1

본 에   신   는 체에  는 가시  역  빛  시킬  는 라 틱[0050]

 리   사   다.   계측 비는 신 비(signal-to-noise  ratio,  SNR)   폭

고, 다채  동시측  가능  (photomultiplier tube, PMT) , 다  애 드 (multi-anode

PMT,  MA-PMT)과  치  민감  (position-sensitive  PMT,  PS-PMT)  그리고  포 다 드  어

(photodiode  array),  아 란치  포 다 드(Avalanche  photodiode),  실리  (silicon

photomultiplier, SiPM), 결 (charge coupled device, CCD) 등  사   다.

 본 에  직 량측 에  다.[0051]

본  체   사  에   사(Fresnel뭩 reflection)에   실   [0052]

여    (index-matching  oil)  또는   에폭시  도포 는  단계;  TiO2   사체

(reflector) 또는 (Teflon) 재질  사  체  에 도포 여 체 내 에  X- 과  상
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에  생  빛   실 없   계측 비  도  는 단계; 감지 브  

감싸는  차폐  통   가시  간  시키는 단계;  포 여 다.

또 , 본  체  통  사  침   는 단계; 다 개  감지 브  사 여[0053]

다채  측  가능   계측 비  통  변  신  폭시키고 그 신  집   신 처리

치, 폭시 (amplifier system),   는 단계; X-  빔  사 시 상  감지 브에  

생   신 는  통   계측 비  는 단계; 상   신 는  신  변   폭

는 단계; 상   폭  신 는 신 집 치(data acquisition board)  는 단계; 상  컴퓨

치  통    는 단계; 사   , 2개  상  감지 브    심과 가

리에 치시키는 단계;  CH-1  감지 브  통  ESD 값에 당 는  신 , CH-2  통  상  가 리

에  량값에 당 는  신  동시에 측 는 단계; 2 에  동시에 여러  측  상  

신    량계(reference dosimeter)  측  량값에  보  득 는 단계;  직  량측

  ESD 변  그램  통  가 리에 치시킨 상  감지 브   상   신

심에  ESD 값  변 시키는 단계; 진단실 내  사  진단 에 치    가  리에

상  감지 브  착 는 단계; X-  빔  사 시 상  감지 브에  생  가 리에  량에

당 는  신 는  통   계측 시  는 단계; 상   신 는 ESD 값   변

어   는 단계;   포 여 다.

 

1 : [0054]

10 : 감지 브

11 : 체

12 : 사

13 :  에폭시

14 : 

15 :  차폐 

17 : 검 색 재킷
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도

도 1

도 2
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도 3

【심사  직 보 사 】

【직 보  1】

【보 】청

【보 】청  16  4 째

【변경 】

상  컴퓨  치

【변경후】

컴퓨  치

【직 보  2】

【보 】청

【보 】청  12  19 째

【변경 】

상  감지 브 (CH1)

【변경후】

상  감지 브(CH1)
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